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' El presente invento estd dirigido a un dispo-
sitivo acoplado por carga mejorado (dispositivo CCD), y en
particular al circuito de entrada para tal dispositivo.

Un dispositivo acoplado por carga, de acuerdo
con la técenica anterior, comprende un substrato y electro-
dos aislados del substrato. Tensiones dé fases miltiples
aplicadas a los electrodos forman bbzos de potencial en ei
substrato para el almacenamiento Yy prOpagacidﬁ de sefiales
de cafga a lo largo de la longitud dél canal. El disposi-
tivo acoplado por carga incluye también un elecfrodo de en
trada en el substrato. NMedios de electrodés aislados del
substrato y situados entre el electrodo de entrada y el ca
na2l del dispositivo acoplado por cérga responden a una se-
fial de entrada, para controler la introduccidn de>carga
procedente del electrodo de entrada en el canal del dispo-
sitivo CCD.

De acuerdo con el invento; los medios de elegc
frodo ihcluyen medios de electrodo de almacenamiento ‘para
formar un pozo de potencial de entrada en.él substrato en
respuesta a una tensidn aplicada, cuyo pozo de potencial
de entrada tiene una capaéidad sustancialmente mayor que
la capacidad de los pozos de potencial en el canal CCD. E1|
pozo de potencial de entrada tiene una funcidn de transfe-

rencia de la tensidn de la sefial en funcidn del mimero de

portadores de carga introducidos que es relativamente no
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lineal para niveles dé sefial de entrada bajos y relativa-
mente lineal para niveles de sefial de entrada mds altos.
Con el fin de superar el problema que presenta esta fun-
cién de transfercncia no 1%nea1, se crean medios que res-
ponden a la sefial de entrada y a una manifestacidn de ten
siéﬁ de control para introducir en el pozo de potencial de
entrada una carga gue incluye una componente de polariza-
éidn a un nivel que corresponde a la regidén no lineal de
dicha caracteristica de transferencia e incluye.adicional-

mente una componente de sefial. Se crean también medios e

ra eliminar de dicho pozo de potencial de entraaa'bajo el

electrodo de almacenamiento la componente de sefial de la

carga almacenada en el mismo y para propagar la componente

de sefial mencionada al canal CCD, al tiempo que se retie-

ne en el pozo de potencial de entrada bajo el electrodo de

almacenamiento la componente de polarizacidén de la carga.
En los dibujos;

La figura 1 es un gréfico de la tensidén de se
fial de entrada en funcidén de los portadores de carga produ.
cidos, en un paso de entrada de dispositivo CCD de canal
enterrado que.funciona del modo convencionalj

La figura 2 es una vista en planta del circui
to de entrada de dispositivo CCD que. incorpora el presente
inventos

La figura 3 es yn corte tomado a lo largo de

Py
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| la linea 3~3 de la figura 2;

La figura 4 es un dibu36 de curvas de poten=
cial de substrato para ayudar a expliecar el funclonamlento
del circuito de las figuras 2 y 3;

Ia figura 5 es un dibujo de relacidn de tiem-
pos de formas de onda utilizadas en el funcionsmiento del
circuito de las figuras 2 y 3; vy~ i

La figuras 6a y 6b son gréficos ﬁara ayudar a
explicar el funcionamiento de.lbs circuitos de ;as figuras
2y 3. o

La Patente Norteamericana Numero 3.986.198 ex
pedida el 12 de octubre de 1976 a favor de Walter F. Koso
nocky describe circuitos relativaménte libres de ruido pa
ra introducir una sefial de carga en un registro de disposi
tivo CCD. Ia técnica utilizada ha llegado a ser conocida
como modo de funcionamiento de "llenado ¥ rebose". Son in
troducidas sefiales de carga procedentes de ﬁn electrodo de
entrada en un primer pozo de potencial, siendo esta Ia por
cién de llenado del ciclo. Entonces, el pozo de potencial

es vaciado parcialmente, por ejemplo haciendo funcionar el

‘electrodo de entrada como electrodo de salida. Durante el

proceso de vaciado, se mantiene un potencizl de sefial de
entrada entre el electrodo bajo el cuazl se forma el pPozo

de potencial ¥y un segundo electrodo ertre aquel electrodo

¥ el electrodo de entrada. La carga que permanece en el
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versién de sefial que se produce en un dispositivo acoplado
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primer pozo de potencial es funcidn de la amplitud de esta
sefial de entrada y estd relativamente libre de ruido.
Se ha encontrado que cuando el dispositivo

CCD es un dispositivo de canal enterrado, el funcionamien-

ruido, da lugar a una conversidn relativamente no lineal

de la sefial de entrada en carga (en comparacidén con la con

por carga de canal de superficie). ILa caracteristica de
trancferencia de la tensidn de sefial en funcidn.del mimero
de portadores de cargz producidos para un dispositivo aco
plado por carga tipico de canal N enterrado, estd represen
tado en la figura 1. Ia regidn plana 11 en la parte supe-
rior representa la capacidad de carga del pozo de poten~
cial de entrada y puede ser ligefamente superior a la de
cada uno de los pozos de potencial de transferencia a lo
largo de la parte principal del canal del dispositivo CCD.
La capacidad de tal pozo de potencial de transferencia es-
t4 repfesentada por la linea 13 discontinua.

La curva incluye una regidén relativamente no
lineal para niveles de sefial relativamente bajos (entre
VZ voltios y Vx) ¥ una regidn relativamente lineal para ni
veles. de sefial relativamente altos (comprendidos entre Vk
y V&)- Un cambio Z& vINl en el nivel de sefial para un ni-

vel de sefial de entrada relativamente bajo es convertido
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de un modo no lineal en una sefial de carga en el pozo de

potencial de entrada; un cambio /\ V.. 'en la sefial de en

trads para un nivel de sefial de entrigi relativamente al-
to es -convertido linealmente en una sefial de cafga en el

pozo de potenciel de entrada. La.regidn no lineal resul-
ta, por ejemplo, de la caracteristica de un dispositivo de
canal enterrado por cuento la capacidad del canal enterra-
do varia més en funcidn del'nivel_de.carga pafa valores bg

jos de carga que para valores mds altos de carga. Existen

. también efectos mds complejos que influyen sobre el grado

’

de no linealidad. . . .
En ciertas aplicaciones, por ejemplo en linesa

de retardo de dispositivo a00p1ado'por carga (dispositivo
P

'CCD) utilizadas para retardar sefiales analdgicas, tales

como las sefiales de video de televisidn, el funcionamiento
deserito anteriormente es, por supuesto, muy poco ventajo-
s0. Es deseable que la linea de retardo de dispositivo
CCD introduzca la menor distorsidn pdsible en la sefial
analégica y para que esto sea asi el circuito de entrads
al &ispositivo CCD deberd funcionar en modo lineal.

' Es también importante que uma linea de retar
do de dispositivo CCD como se ha descrito anteriormente,
no ocupe una superficie excesiva sobre el substfato semi-
conductor. 'El dispositivo CCD estd disefiado para ftener un

ancho de canal y unas dreas de elegtrodo tales gque los po-

1]




10

15

20

25

19127

'sitivo CCD es mds grande y esto significa a su vez que pue

. 1a misma plaquita y son entonces hendidas o separadas unas

" anteriormente. E1 diqusitivo CCD incluye un substrato 10

. comprender una zona de difusidén de tipo N en el substrato

" Hoja nam. 6

zos de potencial que se forman en respuesta a las tensiones
de fases miltiples puedan almacenar solamente tanta carga
como pueda producirse por la sefial' de entrada de.la mayor
amplitud esperada (suponiendo para la tensidn de fases mil
tiples segin valor précticg, tal como unos 1l0-12 voltios.
Si les dreas de electrodo del dispositivo CCD se hacen mds

grandes, -ello significa que cada linea de retardo de dispo

den obtenerse menos de tales lineas de retardo de disposi-
tivo CCD a partir de una dnica plaguita (en la préctica,

se fabrican muchas lineas de retardo al mismo tiempo sobre

de otras por algin otro procedimiento). Esto es antiecond
mico y aumenta el costo de cada linea. Adicionalmente,
las lineas de retardo de 4rea mayor presentan una mayor ca
pacidad y esto hace mds diffcil su funcionamiento en altas
frecuencias (tensiones de fases miltiples de alta frecuen-
cia) y.requiere una mayor disipacidén de potencia en los
circuitos excitadores del dispositivo CCD.

Las figuras 2 y 3 ilustran un circuito que in

corpora el invento y que resuelve los problemas expuestos

de silicio de tipo P y un electrodo S de entrada en la su-
perficie del substrato. Este electrodo de entrada puede




19127

10

- 20

25

flojn nam. 7

de tipo P. La capa B comprende una caﬁa delgada de sili-
cio de tipo N en la superficie del. substrato y. forma una
unidén PN 12 con el substrato. La capa B, como es bien sa-
bido en la técnica, estd menos intensamente impurificada
que la zona S de Qifusidn de electrodo de entrada. Los
electrodos de entrada del dispositivo CCD comprenden tres
electrodos Gl, G2 ¥y G3 de control, en ese orden, seguidos
por electrodos 14, 16, 18, 20, ete, de fases mﬁltlples. A
modo de ilustracidn, estos electrodos pueden estar todos
constituidos por silicio policristalino y pueden ser del
tipo de dos capas ‘solapadas. TFor éupuesto; son posibles
otros materiales y otras formas de construccidn ¥ quedan
comprendidas en el campo del presentc 1nvento.‘ El canal
de dispositivo CCD, que puede estar definido por zonas de
diﬁusidn de barrera de canal (no represenﬁadas), es relati
vamente ancho por debajo de los electrodos Gl? G2 y G3 de
entreda y disminuye progresivamente hesta un ancho menor
para la parte principal del canal CCD, como se ilustra por
lineas discontinuas. Esta parte principal del dispositivo
CCD (no representada) puede incluir varios centenares de
pasds CCD (sobre 500 en un.disefio prdctico, con cuatro
electrodos por paso). En la realizacién ilustrada, la por
cidn méds ancha del canal CCD puede tener un ancho doble )

del de la porcidn princmpal del canal CCD, como se indica

‘por los anchos 2wy w, respectlvamente, en la figura 2.
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El funéionamiento del ﬁispositivo CCD estéd
ilustrado en las figuras 4 y 5. Se supone para fines de
ilustracién que en el instante to no hay ninguna carga pre|
sente ‘en el pozo 26 de potencizal por debajo del electrodo
GQ, como se indica en a de’ la figura 4f En este ihstante,
lz sefial ﬂl tiene nivel bajo de modo que existe una barre-

ra 20 de potencial bajo el primer electrodo 14 de la fase

do 16, Se produce el pozo de potencial poco profundo por-
que el électrodo 16 estd mantenido a un nivel de tensidn
continua de desviacién que es relativamente positivo compa)
rado con la tensidn en el electrodo 14. Esto estd indica-
do esquemdticemente por la vateria 15. Vy tiene un nivel
relativamente bajo en este instante, de modo que existe
una barrera 24 de potencial bajo el electrodo G3. V, se
mentiene continuamente & un nivel de tensidn continua rela)
tivamente alto de modo que estd presente un pozo 26 de po-
tencia} bajo el electrodo G2 de almacenamiento. Este pozo
puede ser considerado como el pozo de potencial de entradal
Vi es también Qn nivel de tensidn continua pero es menos
positivo que V2. BEste tensidn y la tensidn VIN de sefial
se aplican al electrodo Gl’ Consiguientemente, existe con
tinuamente bajo el electrodo Gl una barrera de potencial
cuya altura es funcidn del nivel vy de tensidn continua

més el nivel VIN de sefial, La tensién VS es relativamente
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positiva en el instante to de modo que la zona S de difu-

sidn actuda como electrodo de salida para portadores de car

En el instante %, la tensién Vs es relativa-
mente negativa, de modo que la regidn S de difusidén funcio
na como electrodo de entrada de’porta&ores de carga. ILos
portadores de carga (electrones) llensn shora el pozo 26
de potencial hasta el nivel 30, . R i

En el instante %, la tensidn Vg estd en su v
lor méds positivo haciendo que la zona S de difusidn funcio
ne como electrodo de salida. Ahora parte de la carga pre-
sente en el pozo 26 "rebosa" sobre la barrera 28 y en el
interior de la regidn S. La carga’que permanece en el po-
zo 26 de potencial incluye una componente proporcional a 1
sefial y otra proporcicnel a la diferencia de niveles de
tehsidn continua entre Vl ¥y V2. En elldibujo, la carga
contenida en el pozo 26 estd rayada en diagonal de dos for|
mas diferentes. Una parte 32 dé esta carga permaneéceri
continuamente en este pozo y esfé indicada por la palabra
"polarizacidn", El resto 34 de la carga, indicado por la |
palabra "sefial", serd extraide del pozo por‘enrase o espg
macidn" y propagada hastaiel registro del dispositivo CCD,

como se explicaréd en breve.

En el instante t3, V3 es relativamente posi-

tive, de modo que la altura de la barrera 24 es'sustanciql
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‘que estdn presentes pozos §6 vy 38 de potencial debajo de

‘electrodo 14, el pozo 38 bajo el electrodo 16 es més pro-

Hoja nam. 10

\

mente inferior en comperacidn con su alturs en el instante
t,. la tensidn V, aplicada al electrodo G2 de almacena~
miento permancce inalterada, como ya se ha mencionado. En

el instante té,' tambidn la tensidn'ﬁl FASE 1 es tan alta

los electrodos 14 y 16 de sefial ﬁlﬁ respectivamente. Como
el electrodo 16 estd polarizado mds positivamente que el

fundo que el pozo 36 bajo el electrodo 14. (Ain cuando
pare los fines de la presente discusidn estédn representa-
dos medios 15 que proporcionan una desviacidn de tensidn
entre dos electrodos para producir un pozo de potencial
asimétrico, son pasibles estructuras variantes. Una de ta
les estructuras estd basada en la utilizacién de un elec-~
trodo vnico en lugar de los dos electrodos, tales como los
electrodos 14, 16, y la utilizacidn de una zona de implan-
tacidn idnica adecuada bajo uno de ellos). ILa tensidn ﬁl
es de una amplitud sustancizlmente mayor que la tensidn V3
en el instante t3, de modo que el potencial 20 de pozo es
mds alto que el potencial 24 de pozo (el potencisl 20 apa-
rece como pozo de potencial con relacidén al dltimo). En
respuesta a estas condiciones, una poreidn de la carga con
tenida en el pozo 26 de potencial es extraida por enrase
de este pozo y propagada hasta el pozo 38. EL resto de la

carga 32 de polarizacidn,‘continda permaneciendo en ellpozc
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26 de potencial. TLa porcidn 34 de'la carga que estaﬁa pri|
meramente en el pozo 26 y estd ahora en.el pozo 38, se pro|
paga subsiguientemente hasta el registro CCD por la aceidn
de dos tensiones ﬁl,.ﬂz de modo coﬁvencional.

La importancia del funcionamiento en el modo
descrito puede apreciarse mejor por referencia a la figurg
6a. Este gréfico estd dibujado a escala més pequefiz que
el de la figura 1 (suponiendo que la 1fnea discontinua 13
representa el mismo nivel de carga en ambas figuras, Sbser
vese que esta 1linea disconfinua estd situada aﬁroxima&ameg
te al doble de la distancia del nivel de éarga cero que la
misma linea en la figura 6a), pero se ﬁtilizan las mismas
cifras de referencia para describir partes similares del
gréfico. EL pozo 26 de potenciai (figura 4) retiene con-
tinuamente una carga de polarizacién (32 de la figura 4)

- que estd representada por la linea discontinua 15 de la-fj

gura 6., BEsta lines discontinue define el comienzo de la
regidén relativamente lineal de la curva de transferencia.
Cualquier carga afiadida a este pozo de potencial en res-

puesta a una sefial V.. de entrada da lugar a una conver-

) . IN
sidn sustancialmente lineal de esta sefial de entrada en

~carga (34 de la figura 4) -porque el funcionamiento tiene

| lugar en la regidn lineal de la caracteristica. Adenés,

la estructura es tal que se obtiene un campo de variacidn

dindmico total. En otras palabras, debido a que el pozo
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de potencial de entrada (el pozo situado bajo el electrodo
2) estd en una regidn donde el canal es ancho, su capaci-
dad es relativamente grande y aproximadamente el doble de
la de 'los pozos de transferencis dé dispositivo CCD en la
parte principal del dispositivo CCD (el pozo de entrada ba
jo el electrodo G2 tiene aproximadamente el doble de la ca
pacidad de un pozo situado bajo un electrodo tal como el
42 de las figuras 2 y 3). Esto significa que, adn cuando
el pozo 26 de potencial situado bajo el electrodo G2 de al
macenamiento estd dispuesto a aceptar carga de sefial hasta
solamente una fraccidn de su capacidad (supdngase que cuan
do la sefial de entrada estd en su valor mdximo, ocupa sola
mente la mitad del pozo, ocupandd la carga de polarizacidn
el resto del pozo) la seflal de carga extraida por enrase
de este pozo 26 de potencial puede an llenar el pozo si-
tuado bajo el electrodo 42 hasta sustancialmente su capaci
dad total para nivel de sefial de entrada mdximo. De este
modo, el dispositivo CCD descrito funciona de un modo li-
neal suétancialmente en la capacidad total de los pozos
de potencial de transferencia situados en el cuerpo del
dispositivo CCD y por consiguiente tiene un campo dindmico
Util mds émplio.'- o
La funcidn de transferencia de un pozo de po-

tencial de transferencia tipico, tal eomo uno situado bajo

el electrodo 42 de las figuras 2 y 3 en relacién con la se
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fial VIN de entrada aplicada al electrod¢ G, estd ilustrada
en la figura 6b, Est4 ilustrada en 13 la capacidad total

del pozo de trensferencia. Obsérvese que el funcionamien

t0o es bastante lineal casi en la totalidad de la caracte-

ristica. (Se encuenira, en la prédctica, que para niveles

VIN de sefizl de entrada extremadamenté bajos se introduce

alguna no lingalidad sin importancia como se representa en
17, pero la razdén no estd ain totalmente compfendida).

El. funcionamiento sustancialmente lineal des-
crito anteriormente se consigue sin que se reqﬁiera un
drea de substrato excesiva. En un disefio ﬁréctico, la par
te princival del dispositivo CCD comprende aproximadamente
500 pasos (alrededor de 2000 electrodos) y el ancho del cal
nal, dreas de electrodo y dreas de substrato de todos los
pasos, excepto el primero de ellos, permanecen invariables
Loé electrodos 14, 16, 18 y 20 de este primer paso estédn.

aumentados en é4rea, se utiliza un -electrodo G, de control

adicional y el electrodo de entrada y los dos3primeros
electrodos de control tienen érea aumentada. EL aumento
total de tamado requeriﬁo para dispositivo CCD no es im-
portante (solamente una fraccidén porcentual).

Aun cuando para fines de ilustracidén se supo-
ne funcionamiento en dos fases, ha de observarse, por su-

puesto, qﬁe el invento es igualmente aplicable a funciona-

miento en 3, 4 6 mds fases. Se entenderd también que, ain




P-

10

15

20

25

A19l27

Hojn nOm 14

cuando el dispositivo CCD ilustrado utiliza un substrato
de tipo P, es igualmente vélido para dispositivos de subs-
trato de 5ipo N gue wtilizan capas de superficie de tipo P
y une regidn de electrodo de entrada de tipo P, Por supueg
to, se requierén cambios adecuados en las tensiones de fun
cionamiento. Adicionalmente, aunque se ilustran formas de
onda tipicas, son posibles modificaciones. Por ejemplo,
la tensidn V3 estd representada de modo que tiene la misma
forma que la onda ﬁl. Sin embargo, puede avn obtenerse un
funcionaniento correcto con V3 de diferente forma gue vl.
La tensidn Vs deberd ser baja en el instante en que Vg es
baja, pero sin embargo V3 puede tomar nivel alto antes de
que lo tome la tensidn-ﬁl.

Aungue no estd ilustrado, el sistema expuesto
puede utilizar la técnica ilustrada en cualquiera de las
dos solicitudes en tramitacidn identificadas a continuacidy
rara asegurar que el electrodo de entrada funciona con po-
tencialgs correcto durante la operacidn de llenado y rebo-
se, ZEstas solicitudes.son la Solicitud Norteamericana mi-
mero de serie 708.351 presentada el 26 de julio de 1976 po
Peter A, Levine and Donald J. Sauer, para "Low Noise CCD
Input Circuit"™ y la solicitud Norteamericana numero de se-
rie 708.397 presentada el 26 de julio de 1976 por Donald J|
Sauer y Peter A. Levine, para "Low Noise CCD Input Circuit'

Ambas solicitudes estédn cedidas al mismo cesionario de la

presente solicitud,.
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REIVINDICACIONES

18,~ Mejoras en un método de funcionamiento
de un dispositivo acoplado por carga (dispositivo CCD) del
tipo que tiene una funcidn de transferencia de:pozo de po-
tencial de entrada del mimero de portadores de carga produ
cidos en funcién de la tensidén de sedal de enirada que es
relativamente no 1inegl en un primer campo de sefial de en-
t;ada comprendido entre un primer y un segundo niveles, V1
¥y V2, respectivamente, de seflal y que es relativamente li-
neal en un segundo campo de variacién de sefial de entrada
enﬁre dicho segundo nivel V2 ¥y un tercer nivel V3 de seﬁal
en donde el primero, segundo y tercer niveles son de valo-
fes sucesivamente mds altos, cuyo método comprende las ope|
raciones de: situar una carga de pol%fizacién en di¢ho po-

zo de potencial de entrada en up nivel correspondiente al

_numero de portadores de carga que serian producidos en res

-puesta a ung seiial de entrada gue tuviese sustancizlmente

dicho segundo nivel V2 de sefial; afiadir & dicha cargas de

polarizacidn en dicho pozo de potencial de entrada un ni-
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carga que comprende un substrato y electrodbs aislados del
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mero de portadores de carga proporcional a una éeﬁal de eg'
trada cuya amplitud estéd comprendida entre cero y (V3—V2);
extraer por enrase de dicho pozo de potencial solamente
agquella porcidn de la carga contenida en ¢l mismo qué exce
de a dicha sefial de carga de polarizacidn, y transmitir ai
cha ceorga extraida por enrase a lo largo de la longitud de
dicho dispositivo acoplzdo por carga por propagacidn de la
misma en pozos de potenciml de cepacidad sustancialmente
més pequefla que dicho pozo de votencisl de enirada pero
adin de capacidad suficiente para almacenar una cargs correg
pondiente al méximo nivel Vy-V, de sefiel de entrada.

28,- Mejoras de acuerdo con la reivindicacidn
18, segin las cuales la operacién de afiadir a dicha carga
de polarizacidn un‘nﬁmero de portadores de carga proporcio
nal - a dicha sefial de entrada comprende en primer lugar la
adicidn de un mimero mayor de tales portadores de carga a
dicho pozo de potencial de entrada y después, en respuesta
a2 dicha sefial de entrada, la eliminacidn de dicho pozo de
potenciél de entrada de un numero suficiente de portadores
de carga para dejar almacenado en dicho pozo un numero de
portadores correspondiente a dicha carga de polarizacidn
més el mimero proporcional a dicha sefial de entrada.

32,- Mejoras en un dispositivo acoplado por

carga, que incluye un canal de dispositivo acoplado por
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a lo largo de la longitud de dicho canal y que incluye tem

-introduceidn de cerga procedente de dicho-electrodo de en-

| para introduclr en dicho pozo de potencial una carga que

Hoju adm. 17

substrato a los cuales pueden aplicerse tensiones de fases
miltiples para formar pozos de potencial en el subsirato

para el almacenamiento y propagacidn de sefiales de carga

bién un electrodo de entradalen el substrato y medios de
electrodo aislados del substrato y situados entre el elec-
trodo de entrada y el canal de dispositivo acoplado por caj

ga gue responden 2 una seflal de entrada pars controlar la

trada en dicho canal de digpositivo acoplado por carga, cu
yas mejoras comprenden: dichos medios de electrodo que in-
cluyen medios de electrodo de almacenamiento para formar-
un pozo de potencial de entrada en'dicho substrato en res-
puesta a una tensidn aplicada, cuyo pozo de potencial de
entrada tiene una capacidad sustancialmente mayor que la
cafacidad de los pozos de potencial en dicho’ canal de dis-
positivo acoplado por cerga, teniendo dicho pozo de poten-~
cial de entrada una funcidén de transferencia de tensidn de
sefial, en funcidn del mimero de portadores de carga intro-
ducidos, que es relativamente no lineal para niveles de se
fiel de entrada bajos y.relgtivamente-lineal para niveles
de sefial de entrada mds aitos; medios que responden a dichi

sefial de entrada y a una manifestacién de sefial de control

incluye una componente de polarizacidn de un nivel corres-

—
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‘pondiente a la regidn no lineal de dicha caracterfstica de

transferencia y una componente .de sefizl; y medios para eli-
minar de dicho pozo de potencial de entrada debsjo de dichg
electrodo de almacenamiehto la componente de serial de la
carga almacenada en el mistio y para propagar dicha carga

a lo largo de dicho canel de dispositivo acoplado por care

ga mientras queda retenids la componente de polarizacién

de diche carga en dicho pozo de potencial debajo dicho elég
trodo de almacenamiento, ’
4ﬁ.-'Mejorés de acuerdo con la reivindicacién

38, segun las cuales donde dicho dispositivo acoplédo por
cargzs comprende un dispositivo acopiado por carga de canal
enterrado. ,

- 5e,- Me joras de acuerdo con la reivindicacién
48, segin las cuales dichos medios que responden a dicha
sefial de entrada y a dicha manifestzacidn de seflal de ten-
sién de control comprenden: un electrodo de control al cual
estd aplicada dicha sefial, estando dicho electrodo de con-
trol aiélado del substrato y situado entre dicho electrodo
de almacenamiento y dicho electrodo de entrada; y dicha ma

nifestacidn de tensidn de control se aplica entre dicho

‘electrodo de entrada y dicho electrodo de control con un

valor durante un intervalo de tiempo para llenar de carga
dicho pozo de potencial debajo de dicho electrodo de alma-

cenamiento y que se aplica con otro valor durante un inter

s e e e e R —— i,
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valo de tiempo siguiente para eliminar una poreién de di-

cha carga, para dejar as{ en dicho pozo de potencial dicha

~carga que incluye dicha componente de sefial y dicha compo-

nente ‘de polarizacién.

68,~ Mejoras de acueréo con la feivindicacidn
38, segun las cuales dichos medios de electrodo incluyen.
medios de electrodo de almacenemiento para hacer la profun
didad de dicho pozo de potencial de entrada al menos doble
de la correspondiente a 1z dimensidn de los pozos de poten
cial en dicho canal de dispositivo acovlado por carga.

78.- Un circuito de entrada de dispositivo
acoplado por carga, que comprende: un substreto semiconduc
tor; un electrodo de entrada en dicho substrato; un canal
enterrado de dispositivo acoplado por'carga en dicho subs~
trato que comprende una primera regidén (extremo de la iz~
quierda, ancho 2W) adyacente a dicho electrodo de entrada,
una tercera regidn sustancialmente més.estrécha.(extremo
de la derecha, ancho W) que comprende la porcidn principal
del dispositivo acoplado por carga, y una segunda regidn
de disminucidn de. ancho progresiva que une las terceras re
giones de entrada; un primer, segundo.y tercer electrodos
sobre dicha primera regiéﬁ y aislados de dicho-substrato,
comprendiendo dicho segundo electrodo un electrodo de alma

cenamiento, estando situado dicho primer electrodo entre

dicho electrodo de almacenamiento y dichd electrodo de en-
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. segundo electrodo y dicha regidn de dicho canal de disposi

1ojn nam. 20

trada, y estando situado dicho tercer electrodo entre dich¢

tivo acoplado por carga; medios para aplicar una tensidn a
dicho segundo;electrodo para crear un pozo de potencial en
dicho substrato; medios para aplicar unz sefial de entrada
a dicho primer electrodo; medios pera aplicar una diferen-
cia de potencial entre dicho electrodo de entrada y dicho
primer electrodo de un valor adecuado para llenar de carga
dicho pozo.de potencial y que toma después un“valor adecua
do para rebosar parte de dicha carga en dicho electrodo de
entrada para dejar en dicho pozo una earga que incluye una
componente de sefial y una componente de polarizacidn, ocu-~
pando dicha compoqente_de polarizacidn una porcidn sustan-
cial de dicho pozo; medios para mantener dicho tercer elec
trodo a un potenéial adecuado para formar una barfera en
dicho subs%rato dursnte al menos el periodo en que estd
siendé llenado dicho pozo de potencial; electrodos situado%
sobre dicha tercera regidn que responden @ tensiones de fa
ses mﬁlfiples para crear pozos de potencial en el substra-
to de capacidad susfancialmente nds pequefia que la del pozd
de potencial situado bajo dicho segundo electrodo pero de
capacidad suficiente para almacenar y propagar dicha compo
nente de sefial; medios pera cambiar el potencial aplicado
g dicho tercer electirodo a un valor tal que la porecidn de
la carga en dicho pozo @e‘potencial bajo dicho segundo eleg
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~cho tercer electrodo; y medios
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trodo, cuya porqidn excede de dicho nivel de polarizacidn,
pueda fluir sobre 1a barrera de'pqtenciai reducida bajo dif
.en dicha segunda regién de

dicho ‘canal de dlspOulthO acoplado nor carga para trensfe
rir dicha carga que fluye sobre dicha barrera de potenciall

reducida a dicha tercera regidn de dicho canal.

82,- Mejoras en un nétodo de funclonamlento de
un dlSpOalthO acoplado por carga. .

Tal y como se ha descrito en'la'Membria que an-
tecede, reoresentado en los dlbﬂJOa que se acompanan ¥ parg
los fines que se han esne01flcado.

r.

‘Esta Memoria consta de veintiuna hojes escritas

a miguina por una sola cara.
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